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一种带有过压保护及防打火功能的直流电

源接口电路

(57)摘要

本实用新型公开了一种带有过压保护及防

打火功能的直流电源接口电路，电源正极分别连

接至MOS管的源极和三极管的发射极，三极管的

集电极与MOS管的栅极，三极管的发射极和集电

极之间并联有第一稳压二极管和第一电容，电源

正极和电源负极之间串联有第二电阻和第二稳

压二极管，第二电阻和第二稳压二极管之间通过

第三电阻连接至三极管的基极，三极管的集电极

通过第四电阻连接至电源负极，MOS管的漏极与

电源负极连接至后级电路。本实用新型能够改进

现有技术的不足，具有过压保护及上电缓冲、防

止打火的功能，且电路结构简单、可靠。
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1.一种带有过压保护及防打火功能的直流电源接口电路，其特征在于：电源正极(P)分

别连接至MOS管(Q1)的源极和三极管(Q2)的发射极，三极管(Q2)的集电极与MOS管(Q1)的栅

极，三极管(Q2)的发射极和集电极之间并联有第一稳压二极管(D1)和第一电容(C1)，电源

正极(P)和电源负极(N)之间串联有第二电阻(R2)和第二稳压二极管(D2)，第二电阻(R2)和

第二稳压二极管(D2)之间通过第三电阻(R3)连接至三极管(Q2)的基极，三极管(Q2)的集电

极通过第四电阻(R4)连接至电源负极(N)，MOS管(Q1)的漏极与电源负极(N)连接至后级电

路。

2.根据权利要求1所述的带有过压保护及防打火功能的直流电源接口电路，其特征在

于：三极管(Q2)的发射极和集电极之间还并联有第一电阻(R1)。

3.根据权利要求2所述的带有过压保护及防打火功能的直流电源接口电路，其特征在

于：MOS管(Q1)的漏极通过并联的第五电阻(R5)和第二电容(C2)连接至第一运放(A1)的反

相输入端，第一运放(A1)的正相输入端通过第六电阻(R6)接地，第一运放(A1)的反相输入

端通过串联的第七电阻(R7)和第三电容(C3)连接至第一运放(A1)的输出端，第一运放(A1)

的输出端通过第八电阻(R8)连接至第二运放(A2)的反相输入端，第二运放(A2)的正相输入

端通过第九电阻(R9)接地，第二运放(A2)的反相输入端通过第十电阻(R10)连接至第二运

放(A2)的输出端，第二运放(A2)的输出端连接至后级电路。

4.根据权利要求3所述的带有过压保护及防打火功能的直流电源接口电路，其特征在

于：MOS管(Q1)的漏极与第一运放(A1)的输出端之间连接有第十一电阻(R11)。
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一种带有过压保护及防打火功能的直流电源接口电路

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种直流供电的电子设备，尤其是一种带有过压保护及防打火功

能的直流电源接口电路。

背景技术

[0002] 一般低压电子设备都属于直流供电，其工作电源的电压等级一般为  DC5V、DC9V、

DC12V、DC24V、DC48V、DC110V等几个常见的电压等级。

[0003] 每种电子设备都对其工作电源电压范围都有明确规定，比如标称  DC12V供电的设

备其可承受的实际供电范围可能是DC9V～36V，也可能是DC10V～18V，具体范围大小一般取

决于其内部DCDC转换电源芯片或者电源模块，其电压上限通常不高于其标称值的3倍。

[0004] 一般情况下，如果输入设备的电压低于其要求，此种情况下设备虽无法正常启动

工作，但一般不会造成损坏，恢复正常供电后设备可以正常工作。

[0005] 但是，如果由于一些异常因素造成为其提供输入的电源电压过高，一般情况下设

备的内部电路会因为过压造成永久性的损坏(因为DCDC电源芯片或模块过压时极有可能会

发生击穿)，严重时可能导致起火，引发人身安全问题。

[0006] 再有，如果电子设备的功率较大，通常其电源输入侧会有一个容量相对较高的铝

电解电容作为储能元件，该电容的用途是减小负载突变时对其输入电压的造成的波动，通

常其容量越大效果越好(不考虑成本及空间的情况下)。但是其容量过大还会带来两个隐

患：一是可能造成前级电源的过流保护动作；二是带电插拔是会有明显的电火花。一般厂家

都是通过减小电容容量、或者增加一个NTC电阻的方式来处理，前者是牺牲一部分供电稳定

性，后者在电路工作时NTC会消耗较多电量，同时其造成的压降不容易控制。

实用新型内容

[0007] 本实用新型要解决的技术问题是提供一种带有过压保护及防打火功能的直流电

源接口电路，能够解决现有技术的不足，具有过压保护及上电缓冲、防止打火的功能，且电

路结构简单、可靠。

[0008] 为解决上述技术问题，本实用新型所采取的技术方案如下。

[0009] 一种带有过压保护及防打火功能的直流电源接口电路，电源正极分别连接至MOS

管的源极和三极管的发射极，三极管的集电极与MOS管的栅极，三极管的发射极和集电极之

间并联有第一稳压二极管和第一电容，电源正极和电源负极之间串联有第二电阻和第二稳

压二极管，第二电阻和第二稳压二极管之间通过第三电阻连接至三极管的基极，三极管的

集电极通过第四电阻连接至电源负极，MOS管的漏极与电源负极连接至后级电路。

[0010] 作为优选，三极管的发射极和集电极之间还并联有第一电阻。

[0011] 作为优选，MOS管的漏极通过并联的第五电阻和第二电容连接至第一运放的反相

输入端，第一运放的正相输入端通过第六电阻接地，第一运放的反相输入端通过串联的第

七电阻和第三电容连接至第一运放的输出端，第一运放的输出端通过第八电阻连接至第二
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运放的反相输入端，第二运放的正相输入端通过第九电阻接地，第二运放的反相输入端通

过第十电阻连接至第二运放的输出端，第二运放的输出端连接至后级电路。

[0012] 作为优选，MOS管的漏极与第一运放的输出端之间连接有第十一电阻。

[0013] 采用上述技术方案所带来的有益效果在于：本实用新型可以有效避免前级电源过

压对后级电路的破坏；也可有效避免后级电路容性负载较大时对前级电源的冲击造成前级

供电系统的过流保护动作；在插接式应用中还可以避免插接时的电火花现象，对用电安全、

电源系统的匹配兼容性有非常好的提升。

附图说明

[0014] 图1是实施例1的电路图。

[0015] 图2是实施例2的电路图。

具体实施方式

[0016] 实施例1

[0017] 参照图1，本实施例的电源正极P分别连接至MOS管Q1的源极和三极管Q2的发射极，

三极管Q2的集电极与MOS管Q1的栅极，三极管Q2 的发射极和集电极之间并联有第一稳压二

极管D1和第一电容C1，电源正极P和电源负极N之间串联有第二电阻R2和第二稳压二极管

D2，第二电阻R2和第二稳压二极管D2之间通过第三电阻R3连接至三极管Q2的基极，三极管

Q2的集电极通过第四电阻R4连接至电源负极N，MOS管Q1 的漏极与电源负极N连接至后级电

路。三极管Q2的发射极和集电极之间还并联有第一电阻R1。

[0018] 本实施例的工作原理为：MOS管Q1作为电源控制总开关，选型为耐压较高的P-MOS；

正常上电过程，由于电容两端电压不能突变，因此开始时第一电容C1两端电压为0V，MOS管

Q1截止，随着通过第四电阻R4对第一电容C1充电，第一电容C1两端电压逐渐升高最终被第

一稳压二极管D1钳位，MOS管Q1从截止区->放大区->饱和区过度，此过程MOS管  Q1类似于一

个由无穷大阻值到0欧阻值过度的电阻，因此后级电容的充电电流也是由小变大的过程，因

此可避免上电时的电流过冲及打火现象。断电时第一电阻R1为第一电容C1提供放电回路。

第二稳压二极管D2的稳压值+0.6V为该电路过压保护的动作电压。未过压时第二稳压二极

管  D2两端电压与电源输入电压相等，PNP型的三极管Q2截止，电路正常工作；当输入电压超

过第二稳压二极管D2稳压值时，三极管Q2基极电压低于发射极电压，当压差超过0.6V时，三

极管饱和导通(导通回路为Q2、  R4)，MOS管Q1的GS电压被钳制在0V，因此MOS管Q1完全关断，

进而实现了过压保护功能，电压降低至保护值以下时保护动作自动解除。

[0019] 实施例2

[0020] 参照图2，本实施例是在实施例1的基础上改进而来。

[0021] MOS管Q1的漏极通过并联的第五电阻R5和第二电容C2连接至第一运放A1的反相输

入端，第一运放A1的正相输入端通过第六电阻R6接地，第一运放A1的反相输入端通过串联

的第七电阻R7和第三电容C3连接至第一运放A1的输出端，第一运放A1的输出端通过第八电

阻R8连接至第二运放A2的反相输入端，第二运放A2的正相输入端通过第九电阻R9接地，第

二运放A2的反相输入端通过第十电阻R10连接至第二运放A2的输出端，第二运放A2的输出

端连接至后级电路。MOS管Q1的漏极与第一运放A1的输出端之间连接有第十一电阻R11。
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[0022] 本实施例的工作原理为：在实施例1的基础上，通过加装串联设置的第一运放A1和

第二运放A2，对输入后级电路的电流进行稳压处理，降低电流波动。第十一电阻R11用来为

第二电容C2和第三电容C3提供放电回路。

[0023] 其中，第一电阻R1为25kΩ、第二电阻R2为3.5kΩ、第三电阻R3  为5kΩ、第四电阻

R4为1.5kΩ，第五电阻R5为2kΩ，第六电阻R6为  10kΩ，第七电阻R7为5.5kΩ，第八电阻R8

为2kΩ，第九电阻R9为  10kΩ，第十电阻R10为2kΩ，第十一电阻R11为4kΩ。第一电容C1  为

850μF，第二电容C2为75μF，第三电容C3为125μF。

[0024] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行

业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述

的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还

会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型

要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。
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图1

图2
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